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NOTA: RESPONDA EN LOS HUECOS DEJADOS PARA TAL FIN, CON BOLIGRAFO AZUL O NEGRO. NO SE CORREGIRA
NADA ESCRITO FUERA. EN LA CORRECCION SE TENDRA EN CUENTA TANTO EL DESARROLLO COMO EL RESULTADO.

Problema 1 (15 puntos)
En el circuito de la figura 1.1 se utiliza un diodo cuya caracteristica |-V es la mostrada en la figura

1.2. Se pide que calcule (y marque en la figura 1.2) el punto de polarizacién de! diodo Dz en ios

siguientes casos:
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Problema 2 (15 puntos)
Con los datos del circuito de la figura 2.1 que se adjuntan calcule el margen de temperaturas

ambiente para que la tension que soporta el resistor R (Vg) en dicho circuito esté dentro del
siguiente margen: Vg s 8V

Rt
W Resistor R

Valor nominal R,=7,5k(2 Para T,=25°C

0 E g Coeficiente de temperatura CTR = 300 ppm/°C

= g R Vs Tolerancia T = £5%
R, = 2k
E =10V

Figura 2.1
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Problema 3 (15 puntos)
Del circuito de la figura 3.1 se conocen:

Datos:
E=75V

R1
N 1
C«; = 10nF
f’@ 2 1] Ry Ry =10k  P,..=0,5W V, =100V
A % -
L
‘%’m :

E = i ~ Ct
R, Ley de variacién lineal
R, = 5k Pom=1W Vom2=50V
Figura 5.1
a) Calcule la tensidn nominal minima que deberia tener el condensador C; para que, en cualquier
posicion del cursor, el condensador no se destruya. (5 ptos)
?ém* Co3¥ {\;:g’ Ry=Ra, =3k
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b) Calcule el margen de valores de que hace que ni R, ni R, se quemen. {10 ptos)
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Problema 4 (5 puntos)
Se dispone de dos pastillas de Silicio dopadas. La pastilla “"A” dopada con una concentracién de
107 cm™ de Boro (grupo Il de la tabla periodica de los elementos) y pastilla “B” con 10" cm™ de
Fosforo (grupo V). La temperatura ambiente es T=300K, siendo las movilidades de electrones y
huecos a esta temperatura y con ese nivel de dopado, u, = 1150 cm?/(V-s) y Hp = 350 em®/(V-s),

respectivamente.
Calcule la relacion existente entre las conductividades (o) de ambos semiconductores (indique el

tipo P 6 N de cada uno de ellos). A _
Datgs. = < (Q C{E}}.i GéYTQ(F’:{:_CG - %o"\&wm
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Problema 5 (10 puntos)

Un transistor de potencia posee una curva de desvataje como la de la figura 5.1, que representa la
reduccion de potencia en funcién de la temperatura de la capsula {Tc) del transistor. Otro dato del

transistor es Ry, 4=45 “C/W.

LPDWMX(\M}

Si el transistor tiene que disipar 2,5W a una
temperatura ambiente de 100°C,

o-4v a) Calcule T; para comprobar que no podria

funcionar en esas condiciones. (5 ptos)
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Figura 5.1 ! b CARY
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b} Suponiendo que en las condiciones del apartado “a” el transistor se quemase, ;cudl serad la
resistencia termica entre capsula y ambiente que debe proporcionar un posible disipador que evite

la destruccidn del fransistor?

(5 ptos)
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Problema 6 (20 puntos)

Del circuito de |a figura 6.1 se conoce: Datos:

? Vee Transistor Q: Ve, = 0,6V, Vg =-0,2V, f= 50
1. E Resistores:  Rb = 1k2 Re = 500¢2 Re = 1000

Alimentacion: Vee= 10V

Velt)y £t t
ov >
T
= -5V
Figura 8.1 Figura 6.2

a) Caicule el punto de trabajo del transistor Q para los dos posibles valores de la tensién de
entrada., {14 ptos)
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b) Se sabe que los tiempos de conmutacién def transistor Q son t.,=30ns, t.,~80ns, y que e ciclo
de trabajo de la sefial de entrada D=50%. Utilizando estos datos calcule la frecuencia méxima de
la tension de entrada para que el transistor pueda conmutar. {6 ptos)
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Problema 7
En ¢l circuito de la figura 7.1 se muestra una fuente de

corriente basada en

transistores JFET. La
funcionamiento es la siguiente: el transistor J, actuara como
una resistencia que polariza al transistor J, en saturacion,

obteniendo una infensidad |, constante.
Considere tos dos transistores iguales:

Mps/ =S mA; V=2V o 5 | z}g:* mAfe

{-

a) Halle el valor de /..

Vps. = 425;,% Iy, = o4 Ip,
3, un s ng s —> T3, % ( Vs, +Z>l 21, e 6/“1 Ay
V&S,‘ = -‘“\/DSZ: ‘“sz‘ID,L
\fég& =065V Iy, = I = 494 mA4
p——

b) Calcule la 75y de un nuevo transistor J, {con V=

z}*
(10 ptos)

“Q4ka

Vos, +6-Vgs, ¥4 = Ozp\/ésf L

idea de

(20 puntos)

R], =2k L2

s ;&Wp

> 0365V

-2V), para que éste trabaje en saturacion yla

nueva corriente /; sea de 2mA. (Nota: el transistor J, es el mismo que el del apartado anterior).(10 ptos)
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Conduccién
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Conduceidn

Corte - : Carte Cogto
; . ey > ] 7””@
Ve Yo Vi Vi W Vs Voo ¥y
Wi g3 ¥ Yo Vg Vi
Curvas LV de JFET canai N Curvas BV de JFET eapal P

Ecuaciongs transislores MOSFET . JFET

Ecuacion de Corte: =0 Ip=G

Ecuacion de Saturacion: | Iy= Kk (Vas- Vi) o=k {Ves-Vaf

i Ecuacion de Chmica: Ros=1/ k (Vos-Vi)} | Ross 1/ k {Vgs-Ve))
Notar VoseersVas-Vr | Notar kefou/Ve Vosa=Vas-Y;
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